
【繁体中文】【设为首页】【加入收藏】

首         页   成 果 ｜ 机 构 ｜ 登 记 ｜ 资 讯 ｜ 政 策 ｜ 统 计 ｜ 会 展 ｜ 我要技术｜ 项目招商｜ 广泛合作  

科技频道   节能减排｜ 海洋技术｜ 环境保护｜ 新药研发｜ 新能源｜ 新材料｜ 现代农业｜ 生物技术｜ 军民两用｜ IT技术 

国科社区   博 客 ｜ 技术成果｜ 学术论文｜ 行业观察｜ 科研心得｜ 资料共享｜ 时事评论｜ 专题聚焦｜ 国科论坛 

国防科工｜ 航空航天｜ 计算机与网络｜ 汽车与车辆｜ 船艇｜ 新材料与新工艺 能源与环保｜ 光机电｜ 通信 

专题资讯 

当前位置：科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 以氮化铝为绝缘埋层的绝缘体上的硅材料制备方法

     请输入查询关键词 科技频道  

成果摘要： 

本发明属于微电子学与固体电子学中半导体材料的制造工艺，进一步说是一种以AlN为绝缘埋层的新型SOI材料制备方

法。绝缘体上的硅即SOI（SilicononInsulator）电路具有高速、低功耗、抗辐射等优点，在航空航天、军工电子、便携

式通讯系统等方面具有重要应用背景，被认为是二十一世纪的硅集成电路技术，倍受人们重视。目前的SOI材料均采用

SiO_2作为绝缘埋层。由于SiO_2导热性能差，在很大程度上限制了SOI材料在高温与大功耗电路中的应用。AlN材料具

有热导率高，电阻率大，击穿场强高，热膨胀系数与Si相近等优异性能，是更优异的介电和绝缘材料。用AlN取代

SiO_2作SOI的绝缘埋层显然可以提高SOI技术的在高温、大功耗电路方面的应用。本发明的目的是提供一种以氮化铝

（AlN）为绝缘埋层的SOI材料制备方法。本发明的方法在于利用已知的离子注入合成或Al膜氮化方法在硅衬底上形成

AlN薄膜，并改进目前最具有竞争力的智能剥离（Smart-Cut）SOI制备技术，即利用H^+、He^+双注入技术在降低注入

剂量的情况下，在另一硅片中形成H^＋、He^+注入层后，将之与AlN薄膜键合起来，经热处理从H^+、He^+注入形成的

气泡层分开，顶层硅膜转移到AlN上，获得Si/AlN/SiSOI结构。本发明避免了他人所采用的困难的减薄工艺，其特征在于

利用H^+、He^+双注入降低在硅中形成连续气泡层的剂量；顶层硅的厚度可通过调整H^+、He^+的注入能量来改变，厚

度均匀，而且工艺上容易实现。 
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